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REFERAT

y-kvantlarla siialandirilnug  TlinTe; vo TlInTeyes (4at.%)
kristallarmm Volt-Amper xarakteristikast (VAX) va XuUsusi
elektrikkegiriciliyi 100-300 K temperatur intervalinda tadqiq
edilmigdir. Miioyyan edilmigdir ki, asqarsiz TlInTe; kristalinda
D<50Mrad dozalarinda yaranan defektlor donor tobiotli olub vo
zancir mustavisina paralel istiqamatds (Elc) paylanma Ustinluk
toskil edir. D>50Mrad dozalarda iso yaranan defektlor akseptor
tobiatlidir vo zoncir mistovisine perpendikulyar istigamatdo

(E_L C) stlinlik toskil edir. p-TlinTe, kristalmin Elc istiga-
motdo radiasiyaya davamliigi yiiksok vo Te atomunun

stexiometrik artiqhqli kristalda E L C istiqametinds iso radia-

siyaya davamliliq asagidir.

GIRIS

Laylh quruluslu A"BY' kristallar1  kimi,
A3B3CH® (A-TI; B-Ga,In; C-S,Se, Te) qrup birlos-
moalorino  daxil olan iynovari qurulusa malik
TlInTe2 monokristallart da giiclii qurulus anizotro-
piyasina malikdir. TlInTez kristallar1 TISe qurulus
tipindo (14/mcm) kristallasir vo asagida gostorilon
parametrloro malikdir: a=8,494A; c¢=7,181A;
c/a=0,845; Z=4; d=7,36q/sm*> [1]. TlIinTe, kris-
tallarinda kimyavi alago ion-kovalent xarakterlidir.
TISe qurulus tipindo kristallasan ASB3C2° kristal-
lar1 defektli kristallardirlar, onlarda defektlorin ga-
tilig1~10%-10%sm3 toskil edir [2].

Zoncirvari kristallarin digor maraqli xiisu-
siyyatlorindon biri do, yiiksok miqdarda moxsusi
defektlorin (kation vo anion vakansiyalari, Frenkel
defektlari), xiisuson kation vakansiyalarimin mov-
cud olmasi naticasinds Kristallografik c-oxu istiga-
matindo sarboast yiikdastyicilarin yiiriikliyiiniin vo
diffuziya yolunun kicik olmasidir [3]. Bu sobabdon

onlarda p-tip kegiricilik formalasir vo yiiksokomlu
kristallar 1s9, gismon kompensasiya olunmus olur-
lar. TlInTe; kristallarn anizotrop xassolori, o ciim-
lodon kegiriciliyin kristallik oxlara nazoron doyis-
masi genis temperatur intervalinda arasdirilsa da,
alman naticolordo defektlorin  tobioti nozoro
alinmadigindan kegiriciliyin maqsadyonlii idars
olunmasi {iglin vahid mexanizm verilmomisdir.
Odobiyyatda TlInTe, birlosmasinin elektrik xasso-
lorinin tadqigina hasr olunmus islards [4-7] verilon
naticalaring asasan, TlInTe; kristallarmda muxtolif
kristallik istiqgamatlordo xtsusi miigavimat anizot-
rop xususiyyosto malikdir vo coroyanin kegirma
mexanizmi sigrayisl kegidloarlo muisyyan olunur.
[4-7]-islordo TlInTez birlogsmasinin tetrago-
nal gofos qurulusu, simmetriya grupu, gofas para-
metrlori vo superion kegiriciliyi hagqinda molu-
matlar verilmisdir. Gostorilmisdir ki, bu tipli kris-
tallarda T>400K temperaturlarda miisahido olunan
superion kegiriciliyi tallium gofasaltinda TI" ionu-
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nun nanozancirlor arasinda vakansiyalar tizra dif-
fuziyasi noticasinds yaranur.

Digor islordo [8] iso defektlorin konsent-
rasiyasinin idars olunmasi moqsadi ilo ionlasdirict
sialardan istifado olunmasmm daha mogsada
uygun oldugu gostarilir. Ancaq kristalin fiziki xas-
solori radiasiya, struktur xdsusiyyatlori vo asqar
defektlorinin qarsiligh tasirindan asili oldugundan,
vahid mexanizm haqqmnda fikir yiiriitmok mim-
kuin olmur.

Toqdim olunan igdo xalkogen (Te) atomu
olava olunmus TlInTe; kristallarinda kegiriciliyin
anizotropik xdsusiyyatlorine y-kvantlarm tasirinin
genis elektrik sahesi (102 \//sm) va temperatur in-

tervalinda (100-300 K) todgigindon alinan
naticalar verilmisdir.
NUMUNONIN ALINMASI VO

TOCRUBONIN APARILMA METODIKASI

TlinTex-Te  sisteminin  todgigi  Gglin
1,0+10,0at.% Te torkibli xalitolor sintez edilmisdir.
Xalitalar, tamizlik doracasi 99,999% olan kompo-
nentlordon istifado etmoklo 102 Pa tozyigo godor
havasizlagdirilmig kvars ampullarda birbasa sintez
Usulundan istifado etmoklo hazirlanmis polikris-
tallik TlinTez vo tomizlik doracasi 99,999% olan
Te komponentindan elekrik sobasinda aridilmokla
almmug va sonra ¢ hafto arzinds 200+5°C tempe-
raturda doms qoyulmusdur. Hom TlInTe, birlos-
mosinin, ham do 4,0 at.% Te hall olmus TlInTe,-
Te torkibli birlosmo nimunolori p-tip kegiriciliya
vo kristallografik oxlar Uzro uygun olaraq
asagidaki xtisusi miigavimoto malik olmuslar:
p=7950m-sm; pL=773500m-sm Vo
p[=1,60m-sm; pL=16450m-sm. TlIinTe,-Te tor-
kibli xalitolor, differensial termik (DTA), rentgen-
faz (RFA) vo mikroqurulus (MQA) analizlori vasi-
tosilo tadqiq edilmis vo sistemin hal diaqrami qu-
rulmusdur [9], alinmig naticalora gora TlinTex-Te
sisteminds UclU birlosma asasinda tellurun 5,0 at.%
migdarinda hollolma oblastt mévcuddur.

Monokristal halinda yetigdirilmis TlInTez04
torkibli kristallarindan 6l¢tlori 4,1x1x0,6mm va
3,5x1,7x0,8mm olan paralelepiped formali niimu-
nolor kasilorok hazirlanmigdir [9]. Nimunolora
elektrik kegirici kontaktlar giimiis pastasi vasitasila
qoyulmusdur. y-kvantlarla siialanma Co® monbe-

yinds aparilmig va hor siialanma dozasindan sonra
nimunalarin Volt-Amper xarakteristikasi vo elekt-
rikkegiriciliyi tadqiq edilmisdir [19]. Olgmalor va-
kuumda, sabit carayandan istifados etmokls iki kris-
tallik istigamatlords (tetragonal oxa parallel EIC va
perpentikulyar EL C) vo 100-300K temperatur
intervalinda E<10® V/sm giymotlorindo aragdiril-
musdir. Olgii cihazi kimi E7-21 istifado edilmisdir.

TOCRUBI NOTICOLOR VO ONLARIN
IZAHI

Sokil 1 (a,b)-do T=300K temperaturda vy-
kvantlarla stialandirilmis asqarsiz p-TlInTe; birlos-
malarinds miixtoalif kristallik istigamatlords (zencir
mustovisinag paralel-EIC vo perpendikulyar-E L C)
Volt-Amper xarakteristikalari verilmisdir.
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Sokil 1

TlInTe, (a,b) kristallarinmn miixtalif kristallografik
istigamotlords 300 K temperaturda gokilmis Volt-Amper
xarakteristikalart: a-zoncir miistovisine paralel;
b-zancir miistovisino perpendikulyar.
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Sakil 1-dan (a) gorundr ki, TlInTez kristalin-
da stialanmadan avval (ay.1) I~U" asilihig1 xatti xa-
rakter dastyir (n=1) va talasiz hal kimi xarakterizo
edilir [10]. y-kvantlarla stialanmadan sonra (ay.2;
D=1Mrad) qaranliq corayanin qiymati koskin
azalir vo I~U" asilihig1 ti¢ hissadon - omik (caraya-
nin qiymati kigik oldugundan tosvirds gorlinmir),
kvadratik (n=2) vo yenidon omik oblastlar miisa-
hide olunur vo kristalda taloli hal mévcuddur va
VAX-s1 yiiksok garginlik oblastina torof siiriisiir.
Stialanma dozasimnin artmasi ilo D=(3-10Mrad vo
4-50 Mrad) nlmunonin xdsusi mugavimatinin
azalmasi noticasinds qaranliq coroyanin giymati
artir vo VAX-da asag1 gorginliklordo omik hisso,
yuksok gorginlikds kvadratik hissa va yenidan
omik hisso miisahido olunur. Stialanma dozasinin
daha yuksok dozalarinda isa (5-250 vo 6-500
Mrad) nimunanin xdsusi mugavimatinin yenidon
azalmasi vo qaranliq coroyanmin ilkin hala nazoron
(oy.1) koskin artmasi miisahido olunur. Alinan
naticolor gostorir ki, kristallik gofosdo  asagi
stialanma dozalarinda y-kvantlarla gslialanma
zamani donor tipli defektlor, yiksok dozalarda iso
akseptor tipli defektlor Ustiinliik toskil edir. Bu
sobabdon TlInTe, kristalinda niimunonin  XUsusi
migavimoti sitialanma dozasindan asili olaraq
doyisir.

Sokill(b)-don gorindr ki, perpendikulyar
E L C istigamatindo p-TlinTez kristalinin VAX-
sinda stialanmadan owvvol tolali hal, yani omik,
kvadratik vo omik hissalor miisahido olunur.
D=1Mrad dozada siialanma zamani yaranan donor
tipli defektlor hesabina qaranliq corayanin giymati,
xususan yuksok gorginliklords gismon azalir. Eyni
zamanda omik asililiq oblastindan kvadratik oblas-
ta kegid gorginliyinin giymatinin artmast ilo bag
verir. Stialanma dozasinin sonraki artmasi zamani
(9y.3) garanhq cearayanin giymati ilkin hala (ay.1)
nozoran artsa da, D=50 Mrad (ay. 4) stialanma do-
zasinda yenidon azalir. Bu fakt, yaranan miitohor-
rik radiasiya defektlorinin rekombinasiyasi [3,8],
yani domlonmasi ilo bagh ola bilor. D=250Mrad
dozada stialandirilmug p-TlInTe, kristalinda asagi
gorginliklordsa coroyanin koskin azalmasi (omik
oblastda) donor tipli defektlorin yaranmast ilo bag-
lidir. Carayanin giymatinin omik oblastdan kvad-
ratik oblasta kegid gorginliyindon asili olaraq art-
masi akseptor tipli defektlorin ionlagmasi natice-

sinda bas verir. [10]-isdo verilon molumata asasan,
kvadratik oblastdan omik oblasta kecid kontaktdan
injeksiya olunan elektronlarla lokal saviyyslarin
tam dolmasi ilo baghdir. Sokil 1 va 2-nin mi-
gayisasindan gorindr ki, bu hadiss ancaq asqarsiz
kristallarda vo siialanma dozasmimn ilkin giymatlo-
rindo, har iki kristallografik istigamatds (110, 001)
bas verir. Bu halda coroyanin artmasi Frenkelin
termoelektrik effekti ilo izah olunur [10,11]. Sta-
lanma dozasmm D=500Mrad giymatindo yaranan
akseptor tipli defektlorin konsentrasiyasinin kaskin
artmasi hesabina garanliq corayanin kaskin artmast
bag verir va I~U" asililiginda omik-kvadratik-omik
oblastlar miisahido olunur.

Sokil 1-do alian naticolor gostorir ki, de-
fektlorin kristallik oxlar istigamatindo paylanmasi
stialanma dozasinin giymotindon asilidir. Tocrlbi
faktlar gostorir ki, D<50 Mrad giymotlordo
TlinTe, kristalinda zoncir mistovisina paralel
(EIC) istigamatindo yaranan radiasiya defektlori
akseptor tobiotli defektlori kompensasiya edir vo
noticodo defektlorin  gismon nizamlanmasi bas
verir. D>50 Mrad dozalarinda iso Yyaranan
radiasiya defektlorinin - domlonmasi  sayasindo
akseptor tipli  defektlor {stiin  oldugundan
numunonin xtisusi migavimati azalir.

Zoncir mustavisino perpendikulyar istiga-
matdo (E L C) iso D<50 Mrad stialanma dozala-
rinda yaranan radiasiya defektlorinin domlonmasi
naticasinda nimunoanin xususi migavimati gisman
artir, daha yliksok stialanma dozalarinda iso ak-
septor tipli saviyyalarin yaranmasi naticasinda ni-
munanin xususi migavimati azalir.

Sakil 2 (a,b)-do T=300 K temperaturda vy-
kvantlarla ~ stialandirilmis  asqarll  p-TlinTez0s
kristallarmda miixtalif kristallik istiqgamatlorda
(zoncir mustavisine paralel-EIC va perpendikulyar-
E L C) Volt-Amper xarakteristikalart verilmisdir.

Sokil 2(a)-dan gortnur ki, THinTezes krista-
linda zoncir mustavisine paralel istigamatdos (EIC),
stialanmadan awvval (9y.1) sokil 1a-da oldugu kimi
I~U" asililigr xatti xarakter dastyir (n=1) va tolasiz
hal kimi xarakterizo edilir. Sokil 1a vo 2 a-da 1-
oyrilarin muqayisasi gostarir ki, Te atomunun sla-
Vo edilmasi ilo TlInTez kristalinda zancir mustovisi
istigamotdo defektlorin paylanmasi nizamlanir vo
naticado kristalin kegiriciliyi artir (ay.1).
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Sokil 2
TlInTez (a,b) kristallarinm miixtalif kristallografik
istigamatlards 300 K temperaturda ¢okilmis Volt-Amper
xarakteristikalari: a-zoncir miistovisine paralel; b-zoncir
miistovisine perpendikulyar.

D=1Mrad dozada siialanmadan sonra (ay.2)
nimunonin xususi migavimatinin artmasi natico-
sinda garanliq corayan azalir vo VAX yiksok gor-
ginlik oblastina toraf siiriisiir, bununla belo I~U"
asthiliginin xarakteri doyigmir.

D=10 Mrad siialanma dozasinda (ay.3) I~U"
asthiligmin xarakteri doyisir vo U¢ oblast: omik,
kvadratik vo koaskin artma miisahido olunur. Siia-

lanma dozasmin sonraki artiminda (ay.4 Vo 5)
VAX asilihginda yenidon diizxatli xarakter miisa-
hido olunur va nimunonin xususi migavimati
artir.

D=500 Mrad dozada iss, nimunanin Xxtsusi
migavimati Koskin azalir vo qaranliq coroyanin
koskin artmasi bas verir. Bu zaman nimunanin
VAX-1avvalki diizxatli xarakterini saxlayir.

Sakil 2 b-do TlInTez04 kristalinda zoncir mus-
tovisina perpendikulyar (E L C) istigamatds totdiq
edilon VAX-dan gorunur ki, I~U" asililigr xotti
xarakter dastyir vo Sokil 2a (ay.1) nozaran garan-
liq corayanin qiymaoti azalir. y-kvantlarla siialanma
zamani (ay.2 Vo 3) qaranliq coroyanin qiymati
nishaton azalir v elektrik sahs intensivliyinin yik-
sok giymatlorinds asililigin xatti xarakteri nisbaton
pozulur. Stialanma dozasmm D=50+500 Mrad do-
zalarinda iso x0susi migavimatin Koskin artmasi
naticasinds garanliq carayanin kaskin artmasi mii-
sahids olunur (ay.4-5).

Belaliklo, TlInTe2 vo TlINTez04 kristallarmin
mixtalif kristallografik istiqamalordo VAX-na as-
gar atomlarinin Vo radiasiya defektlorinin birgs to-
siri aragdirilmuisdir. VAX-da miisahido olunan
anomaliyalar defektlorin tetragonal kristallik c-
oXuna noazeren nizamsiz paylanmasi ilo baghdur.
Lampert [11]-nozariyyasi asasinda demok olar ki,
saha intensivliyinin asagi gqiymatlorinds perpendi-
kulyar istigamatdo xususi elektrik kegiriciliyinin
giymatinin paralel istigamotdoki ilo migayisado
xeyli kicik olmast (~10? dofa), perpendikulyar isti-
gamotdo harokat edon yiikdagtyicilar tigiin poten-
sial goparin moveud oldugunu gostorir. Bu sobab-
don TlInTe, kristalinda da, [4-7, 12]-islords oldu-
gu kimi, kegiriciliyin anizotropiyasi miisahido olu-
nur.

Sakil 3-da (a,b)-do y-kvantlarla stialandir1l-
mis asqarsiz p-TlInTez kristallarinda zancir muste-
visino paralel (EIC) vo perpendikulyar (E_L C)
istiqamatlorda xususi elektrikkegiriciliyinin tempe-
ratur asililig1 verilmisdir.

Sokil 3a-dan goriiniir ki, siialanmadan avval
asqarsiz TlInTe; kristalinda o~f(1/T) asililig1 asag1
temperatur oblastda tam ionlagsmus, yiiksok tempe-
ratur intervalinda iso  aktivlosmo  enerjisi
AE>~0,38eV energetik soviyys miisahido olunur.
y-kvantlarla stialanmadan sonra o~f(1/T) asililigi-
nin xarakteri saxlanilir, ancaq asagi temperatur
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oblastinda xiisusi kegiriciliyin artmasi1 miisahido
olunur. Bu iss, demoya asas verir ki, siialanma za-
mani akseptor tipli dayaz energetik soviyys yara-
nir. Stialanma dozasinin 50 Mrad giymatlorinds
1S9, zoncir mustavisina paralel (EIC) istiqamatindo
xususi kegiricilik ilkin hala nazaran kaskin azalir
(ay.4). Bu iso stialanma dozasmim 50 Mrad giyma-
tindo donor tipli saviyyslorin iistiin oldugunu gos-
torir. Stialanmanmin sonraki artmasi zamani (9Y.6)
asqar oblastda xiisusi elektrik kegiriciliyinin kaskin
artmasi miisahido olunur. o~f(1/T) asilihginda asa-
g1 temperatur oblastinda ayrinin meylindon hesab-
lanan aktivlosma enerjisinin giymoti AE1~0,12eV,
yuxari temperatur oblastinda iso AE2~0,22eV ol-
musdur.
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Sokil 3
TlInTez(a,b) kristallarinda miixtalif kristallografik
istigamatlords ¢okilmis xiisusi elektrik keciriciliyinin
temperatur asililiqlart: a-zencir miistavisina paralel;
b-zancir miistovisine perpendikulyar.

Sakil 3b-don gorundr ki, TlInTe> kristalinda
zoncir mdistavisine perpendikulyar istigamotdo
(E L C) o~f(1/T) asililigi miixtalif meyilliys malik
iki hissadan ibarstdir.Asag1 temperatur intervalin-
da (140-270 K) ayrinin meylindan tayin olunan ak-
tivlosmo enerjisi~0,11eV, ylksok temperatur inter-
valinda (270-300K) iso ~0,40 ¢V olmusdur.
D=1Mrad dozada stialanmadan sonra asag1 tempe-
ratur oblastinda xiisusi kegiricilik azalir, yuxar
temperatur oblastinda iso artir (ay.2). Buna sobab
stialanma zamani yaranan dayaz (~0,12¢V) vo do-
rin akseptor (~0,40 eV) tipli saviyyolordir. Stialan-
ma dozasmin artmasindan sonra (9y.3) yaranan
akseptor tipli saviyyslor nlimunsnin xtsusi kegiri-
ciliyini ilkin hala (ay.1) nozeron azaldir. D=50
Mrad siialanma dozasinda iso, niimunonin Xususi
kegiriciliyi biitiin temperatur oblastinda Kkaskin
azalir. D=250 va 500 Mrad dozalarinda iso X{susi
keciricilik yenidon artir.

Alinan tocribi naticalor gostarir Ki, y-kvan-
tlarla stialanma zamani yaranan sado radiasiya de-
fektlori dayanagsiz defektlor oldugu ti¢iin miqra-
siya edorok rekombinsiyaya ugrayir. p-TlinTe;
kristallar1 anizotrop xassoyo malik oldugundan
radiasiya defektlorinin kristallik oxlar istigamotlo-
rinds paylanmast siialanma dozasindan asih olaraq
doyisir. Qeyd olunan fakt zoncirvari qurulusa
malik agqarsiz TlInTe; kristallarnin xiisusi kegiri-
ciliyinin dozadan asilihiginda miisahids olunur.

Sokil 4(a,b)-do y-kvantlarla siialandirilmig
TlInTez0s kristallarinda zoncir mistavisine paralel
(EIC) vo perpendikulyar (E L C) istigamotlords xu-
susi elektrikkegiriciliyinin temperatur asililigt ve-
rilmisdir.

Sakil 4a-dan gorundr ki, zoncir mustavisina
paralel istigamotdo (EIC) xususi elektrikkegiriciliyi
aktivlosmo enerjisi 0,41eV olan akseptor tipli lokal
energetik saviyya ilo xarakterizo olunur. Energetik
saviyyalorin vaziyyati radiasiya defektlorinin asqar
Vo struktur defektlori ilo qarsiligli tasiri naticasinda
kaskin dayisir. Tacribi naticalordon gorundr ki,
D=IMrad siialanma dozasinda p-TlInTez04
kristalinda akseptor tipli defektlorin yaranmasi no-
ticasindo xususi kegiriciliyi kaskin artir (ay.1). Si-
alanma dozasinin 10 Mrad giymatinds iss, yaranan
defektlorin asqar defektlorlo qarsiligh tasiri natico-
sindo neytral komplekslarin yaranmasi sobabindan
numunonin xdsusi  Kkegiriciliyi ilkin  vaziyyats
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(ay.1) gayidir (ay.3). Dozanin D=50 Mrad giymo-
tindo siialanma zamam donor tipli saviyyalorin
yaranmasi naticasinda struktur defektlorinin ni-
zamlanmasi bag verdiyindo kristalin xiisusi kegiri-
ciliyi kaskin azalir (ay.4).
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Sokil 4

TlInTez0s (a,b) kristallarinda miixtalif kristallografik
istiqgamatlords ¢okilmis xiisusi elektrik kegiriciliyinin
temperatur asililiqlart: a-zoncir miistavisina paralel;
b-zoncir miistavisine perpendikulyar.

Sakil 4b-don gorindr ki, p-TlinTezes kristal-
larda zoncir mustavisino perpendikulyar (E_L C)
halda 6~f(1/T) asililiginda, [7]-ci igds oldugu kimi,
yuksok temperatur oblastinda aktivlasmo enerjisi
~0,40 eV olan energetik saviyys, asag1 temperatur
oblastinda iso tam ionlagmis hal miisahido olunur.
Siialanma dozasinin 1+10 Mrad  giymotlorinds
nimunanun  xdsusi  muigavimeti  artdigindan
keciricilik azalir, yliksok giymatlorinds isa (50-50
Mrad) azalir. Tacriibi naticalords miisahids olunan
anomaliyalar p-TlInTezos kristallarinda stialanma

zamani yaranan defektlorin tobistinin (mitoharrik-
liyi) dozanin giymotindan asili oldugunu gostarir.
Belo ki, D<50 Mrad dozalarinda yaranan defektlor
osason donor tobiotli oldugundan defektlorin
nizamlanmas1 bas verir [7], D>50 Mrad
dozalardan sonra iso Te atomunun artiqhgt
hesabina yaranan akseptor tipli defektlor Gstlinlik
toskil edir. Bu sobobdon kristallarin  xiisusi
kegiriciliyi  sialanma dozasindan asili olaraq
doyisir.

Sokil 5-do p-TInTezvo p-TlinTezos4 kristalla-
rinda garanliq coroyanin nisbi siialanma dozasin-
dan asilihig1 verilmisdir.
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Sokil 5

TlInTe, voTlINTes s kristallarinin miixtolif kristallografik
istiqamatlorda J; /J (ilkin corayanm 1-500 Mrad

stialanmadan sonraki corayana nisbati) dozadan astlihqlart.

Sokil 5-don gorundr ki, stexiometriyadan
artiq Te—atomu daxil edilmis kristallarda stialanma
dozasindan asili olaraq qaranliq corayanmin nisbi
doyismosi kristallik oxun istigamatindon vo asqar
atomundan asilidir. Miioyyon edilmisdir ki, p-
TlInTez kristalimin zoncir mistavisina paralel isti-
gamatds radiasiyaya davamhiligi yiksokdir vo Te
atomunun stexiometrik artighgr E_L C istigamo-
tindo birlosmanin y-kvantlara qarst davamliligimi
azaldir.

[4-7]-islordon molumdur ki, TlIinTe, krista-
linda In® vo onlarm tetraedrik ohatesinds olan
dord TeZionlar1 tetragonal c-oxu istiqamatindo
monfi yiiklonmis Te?-In**-Te? zoncir yaradir. Bir
valentli TI"ionu dord zoncir arasinda lokallasir vo

63




R.S.MODOTOV, K.H.XOLILOVA, A.LNOCOFOV, G.M.ISGONDOROVA, M.A. MOMMODOV

sokkiz TeZionun oktaedrik ohatesinde olur (Tom-
son kubu). TlInTe; kristalina stexiometriyadan ar-
tig Te atomunun daxil edilmasi naticasindo TI
atomlan arasindaki oktaedrik boslugunun gismon
doldurulmasi (110 ) istigamatindo TI* ionlarmin
sarbast harakati ticlin slave potensial ¢opar yaradir
[7]. TlinTez kristalint y-kvantlarla siialandiran
zaman E,<10mec? sorti daxilindo y-kvantlarnmn
atomlardan sopilmasi zamani tstiinliik togkil edon
kompton elektronlart  defektyaranma  mexa-
nizmindos istirak edir. Nozoro almaq lazimdur ki, y-
kvantlarla stialandirilmis asqarsiz p-TlIinTe; krista-
linda kompton elektronlar1 sado defektlor yaradir
Vo In atomunu diylnlor arasi oblastda siirtisdii-
rmak {iglin elektronlarin astana enerjisi Tl vo Te
atomunun stirismo enerjisindan kicikdir [13-14].
Bu fakta osason demok olar ki, p-TlinTe> kris-
talinda kompton elektronun In atomunu daydnlor
arasi oblasta siirligdiirmasi zaman1 yaranan defekt
Soviyyasi donor, Te atomunun siirlismasi zamani
ISo akseptor tiplidir.

NOTICOLOR

Alinmig tacrlibi naticalorin [6,7, 9, 12-14]-
islorlo muqayisasi osasinda demok olar ki, asqar
atomunun kristallik gofosdo tutdugu yerdon va
defektlorin paylanmasindan asili olaraq TlInTe;
kristallarini 001 vo 110 kristallografik istigamot-
lordo kegiricilik kaskin doyisir.

p-TlinTez kristalina stexiometriyadan artiq
Te atomunun daxil edilmasi naticasindo oktaedrik
boslugunun gisman doldurulmasi, 001
istigamatinds TI™ ionlarmin sarbast horakati igiin
olavo potensial gopar yaradir. Bu iss, homin

1. D.Muller, G.Eulenberger, H.Hahn, Uber ternare
Thalliumchalkogenide mit Thallium selenid-
struktur, Z. Anorg. Allg. Chem., 398 (1973) 207-
220.
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6 monokpucmamie TlGaTe,, Transactions of
National Academy of Science of Azerbaijan,
series of physics-mathematical and technical
sciences, Physics and Astronomy, XXV No5
(2005) 45-50.

kristallografik istigamatdos sarbast yiikdastyicilarin
horakati (i¢lin maneacilik yaradaraq coroyanin
azalmasina sobab olur.

Molumdur ki, TlInTez kristallari anizotrop
xususiyyoto malikdir [7] vo y-kvantlarla tosir za-
mant yaranan noqtovi defektlorin mixtalif Kris-
tallografik istigamstindo paylanmasi carayanin
kecmo mexanizmina tasir edir vo anizotrop Xisu-
siyyatlori doyisir.

Alinmis eksperimental naticalor (Sokil 1-4)
demayo asas verir ki, p-TlinTezos kristallarinda -
kvantlarm struktur vo asqar atomlart ilo qarsiligh
tosiri naticasinda yaranan defekt-agqar assosasiya-
sinin qarsiligh tasiri vo onlarin yaranma siirati
stialanma dozasindan asilidir. Qarsiligh tasirin xa-
rakterindon asili olaraq kristalin xassalarinin mo-
difikasiyasi bas verir. Bela ki, 1~f(U) vo o~f(1/T)
asihiliglarindan alinan noticalor gdstorir ki, siialan-
ma dozasindan asili olaraq D<50 Mrad siialanma
dozalarinda yaranan donor tipli defektlor ilkin ak-
septor tipli defektlori kompensasiya etdiyindon
kegiriciliyin azalmasi, D>50 Mrad dozalarda iso
kegiriciliyin siialanmadan avvalki giymato nazaran
artmasi bas verir. TlInTe; kristalinda tellur atomu-
nun stexiometrik miqdardan artighginin (4 at.%)
yaradilmasi ilo zoncir mistovisino paralel istiga-
motdo (EIC) TI*-Te™ qarsiligh tosirinin artmasi
naticasinds kristalin anizotroplugu artir, perpendi-
kulyar (E L C) istigamatinda iss azalir.

Beloliklo, vy-kvantlarla siialandirilmig  p-
TlInTezs kristalimin radiasiyaya davamhiligmi va
anizotrop xassalorini defekt-agqar assosiasiyasiin
qarstligl tasirini doyismoklo idara etmok mim-
kundur.
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COMBINED EFFECT OF DOPING ATOMS AND GAMMA QUANTA ON THE CONDUCTIVITY OF TlInTez
CRYSTALS

R.S.MADATOV, KH.KHALILOVA, A.1.NAJAFOV, G.M.ISGANDAROVA,
M.AMAMMADOV

The volt-ampere characteristic (VAC) and specific electrical conductivity of TlInTe, and TlInTe, 04 (4at.%) crystals irradiat-
ed with y-quanta were studied in the temperature range of 100-300 K. It was determined that the defects formed at doses D<50
Mrad in the TlInTe; crystal without additives were of donor nature and distribution in the direction parallel to the chain plane
(EIC) was predominant. At doses D>50 Mrad, the defects formed were of acceptor nature and prevail in the direction perpendicu-

lar to the chain plane (E L C). The radiation resistance of the p-TlInTe; crystal in the EIC direction was high, and the radiation re-
sistance in the E L ¢ direction in the crystal with a stoichiometric excess of Te atoms was low.

KOMBUHUPOBAHHOE BJIMAHUE JIETUPYIOIIUX ATOMOB U TAMMA-KBAHTOB HA
MMPOBOANUMOCTD KPUCTAJIUIOB TlInTe:

P.CMAJATOB, K.I'.XAJIMJIOBA, A.N.HA/KA®OB, 'M.UCKEH/IEPOBA,
M.A.MAMEJIOB

Hccenenoana BoibT-amriepHast xapaktepuctrka (BAX) u ymensHas 3JeKTPOIPOBOJHOCTE OOTyYEHHBIX Y-KBAaHTaMH KPH-
crayos TlInTe, n TlinTez04 (4a1.%) B nHTEpBaNe Temneparyp 100-300K. YcraHosneHo, 4To JiedeKTsl 00pas3yoTcs IpH J103ax
D<50Mpan B xpuctamte TlInTe, 6e3 106aBOK, MMEIOT JOHOPHYIO NPHUPO/Y M IpeodIaiaeT pacipeiesieHue B HalpaBiieHUH T1a-
pamensioM mockoctr et (EIC). TTpu nozax D>50 Mpay oOpasytormpecst aedeKTbl HOCAT aKIeNTOPHbINA XapakTep U npeod-

JaJ[aloT B HANpaBlieHuH TeprenmuKyspHoM miockoctd termu (E L C). Paamammonnas croiikocts kpucramwia p-TlinTe; B

nanpasienuy EIC Bricokas, a paualioHHas cToikocTs B Hanpasienuy E | C B kpucTanie co cTeXuoMeTpuecKM COCTaBOM
1 B KPHCTAJUIE ¢ M30BITKOM aTOMOB Te HI3Kasl.
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